UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA __BN-80
3375-30/02

ELEMENTY S Tranzystory
FULIDEEETmIERE typu BC 177, BC 178, BC 179

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot pormy, Przedmiotem normy sa krzemowe, 4, Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora - wg
epitaksjalno-planarne tranzystory pnp matej mdcy, matej rysunku i tabl, 1. l
czestottiwosci typu BC 177, BC 178, BC 179' w obudowie Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta -
metalowej do zastosowar powszechnego uzytku oraz w urzg- CE 22,

dzeniach, w ktérych wymaga sie zastosowania elementéw o

wysokiej i bardzo wysokiej jakoéci, zgodnie z okreslenia-

mi wg PN-78/T-01515. Tranzystory przeznaczone sa do N ,_] - _—_—_’i r gt
pracy w stopniach sterujacych i wejSciowych wzmacniaczy al : 1T :..—_—.i .r""
mate] czestotliwosci. Tranzystory BC 179 przeznaczone sa L :E
gféyvnie do zastosowar w stopniach wejsciowych o niskim A = L
poziomie szuméw, Tranzystory BC 177, BC 1’?8, BC 179 sa .

komplementarne do tranzystoréw BC 107, BC 108, BC 109,
Kolektor (C) tranzystora jest potaczony elektrycznie z =

Kategoria klimatyczna wg F’N-73/E.'—04550/00 dla tran- obudowa. _

zystordw o;

- standardowef jakosci (poziom jakogci 1) - 40/125/04, Tablica 1

- wysokiej jakosci (poziom jakosci 1) - 40/125/21,
- o bardzo wysokiej jako$ci (poziom jakosci IV) - ; a4
Symbol Wymiary, mm o
40/125/56. wymiaru G
min nom max nom
: . A 4,32 = 5,3 _
2, Przyktad oznaczenia tranzystqorow
. 1)
a) o standardowe] jakosci: 2 - 2, 54 = e
TRANZYSTOR BC 177 BN-80/3375-30/02 b, 0, 4 - 0, 53 -
" b) o wysokiej jakoéci:
D 5,3 - 5, 84 -
- TRANZYSTOR BC 177/3 BN-BO/3375—3_0/02
c) o bardzo wysokie] jakosci: D, 4,53 - 4,95 -
TRANZYSTOR BC 177/4 BN-80/3375-30/02 F - - 1,0 B
] 0,9 1) 1,98 § -
3, Cechowanie tranzystordw powinno zawierac nazwe k - 0,1 = -
producenta oraz oznaczenie typu (podtypu). Ponadto tran- l 12,75 - 14,5 -
.
zystory wysokie] jakosci powinny by< znakowane cyfra 3, a 451)
o = = - %
tranzystory o bardzo wysokiej jakosci cyfra 4 umieszczona
i 1) Wymiar teoretyczny.
po oznaczeniu typu,

Zgtoszona przez ‘Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotow i Materiatéw Elektronicznych
' UNITRA-ELEKTRON dnia 28 pazdziernika 1980 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 28/1980, poz. 113)

. ‘f
Wydanie 2 ’ gpa{
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,60 Nakt. 200+23 Zam. 2185/87 Cena zt #5680




2 BN-80/3375-30/02

5, Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-80/3375-30/00

P: 91

A !

6. Wymagania szczegétowe do badah grupy A, B, C iD

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiaréw: D, D1,
Al

wg rysunku i tabl, 1,

b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podstawowych pa-
rametréw elektrycznych wg tabl. 2

c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzednych
parametréw elektrycznych wg tabt. 3, '

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametréw elek-
trycznych w tgmy = 125°C wg tabl. 4 (poziom i1l i V),

e) badania podgrupy B1 i Ct:

- sprawdzenie wytrzymatosci mechgniczn'ej wyprowadzef
- préba Ub, metoda 2, 2,5N, 3 cykle: préba Ual, 5N,

- sprawdzenie szczelnos$ci - préba Qk, péziom niesz-
czelnoéci 6,65 * 1675 prg - dms/s,

f) badania podgrupy C3 - sprawdzenie masy wyrobu -
1,1g, ) s

g) badania podgrupy B3 i C9 - sprawdzenie = wytrzyma-
tosci na spadki swobodng - potoieﬁie.tranz’ystona w ciasie
spadania - wyprowadzeniami do gér‘y?; S
h) badania podgrupy B4 i C4 - sprawdzenie wytrzyma-

tosci na udary wielokrotne: mocowanie za obudowe,

na narazenia elektryczne: uktad OB - wg PN-74/T-01515
I, =10mA,~ UCB =30 V dla BC 177 oraz I'%
= 20 mA,-UCB =15V dlaBC 1781 BC 179, tgmp = 25 C,

tabl., 7,

j) badania podgrupy C2 - sprawdzenie parametréw elek-
trycznych wg tabl. 3,

k) badania podgrupy C4:

- sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenie .~ state
o Rienunek probier-czy._ obydwa kierunki wzdfuZ: osi wy- -
prowadzer, mocowanie za obudov";fg, ’ "

- sprawdzenie wytrzymatosci n{a"hdary_wi-eleﬂ(r‘otne-- mo-
cowanie za obudbwg, -

- sprawdzenie wytrzymatoéci na wibracje o statej czesto-
tliwoci - mocowanie za obudowe, |

) badania podgrupy-C10 - .sprawdzenie wymiaréw wg ry-,
sunku i tabl, 1,

m) badania podgrupy D1 (poziom Il i IV) - sprawdzenie
odpornosci na niékie ciénienie atmosferyczne: temper*gmra
narazania 250(:, .

n) badanie podgrupy D4 - sprawdzenie wytrzymatosci ha
pleéh; po badaniu brak porostu pl_eénir,

o) badanie podgrupy D& - sprawdzenie wytrzymatoéci na
mgte solna. potoZzenie tr'an;ysltoré dowolne, - |

p) parametry elektryczne s-pr'awdzane w czasie i po ba-

daniach grupy B, C i D wg tabl, 5.

i) badania podgrupy B6 i C6 - sprawdzenie odpornosci -?-‘M—Egm—-—m - wg BN-80/3375-30/00.
Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom 1, I i 1V) .
- ' g R
_ Nistbda: pte Wartoéci graniczne
Oznaczenie NET— et =
b literowe Warunki pomiaru ° = BC 177 BC 178 BC 179
wlarmeshten PN-74/ nostka
i - T-01504 | . ; I wm 4 o
& min max min . max min : max
1 2 - : 3 4 | 5 | 6 | 7 8 9 10 1
~U__ =20V, T | ,
1| - ark. 09 CE ' nA 100 100 - | 100
CES : = R =0 i - - =
BE
2 ‘v-U | ark. 03 | e =zmA, vV 45 ' 25 20
(BR) CEO . T - - B
):]
: : =1, =10 pA
3] =-U k., 0 E : = - -
(BR) CEs ark, 03 2 o AV 50 30 25
- -1 =10 pA, ]
4 - i ark, 04 E V 5 - 5 - 5 -
Utsr) £pO 1 b
c
"I, =2mA, © | es 480 65 | 850 110 850
- =5V 1
_ Ucg Vi 65 150 65 | 150 - -
5 - 1) ark. 01 ki, A - 110 240 110 240 110 240
kl. B ' 200 480 200 480 200 480
kl. C = = 400 850 400 850




BN-80/3375-30/02

cd. tabl, 2
w ’ .
' Metod po- artosci graniczne
O[z.naczenle miaru wg _ Jed- : _ '
L, iterowe PN-74/ Warunki pomiaru nostka BC 177 BC 178 BC 179
| parametru T-01504
min max min max min max
1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 1
/ ’ |1, =0,2mA
- = 5V
UCE
Rg =2 ki) - = = 7 4
Af =30Hz=
F
6 Wity 40 15 kHz 9
-lo =0,2mA
“Ueg =5V " 10 - 10 4
Rg. =2k}
Af =200 Hz
1) Selekcja na klasy wzmocnienia (VI, A, B, C) tylko na 2yczenie odbiorcy.
Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A3 (poziom 1, 111 i I\V)
) Wartoéci graniczne
Oznaczenie T\Aetoda pomiaru!
Lp. literowe - wWg Warunki pomiaru Jednostka | BC 177 BC 178 - B8C 179
parametru PN-74/T-01504 : . ;
" .. min max-| min max min max
1 2 3 4 5 6 7 | e & 10 | 1
1 -.UC'E' _— ark, 02 -IC = 1_0' mA,, "IB = 0,5 mA m\/ ~ 200 - '200 - 200
2 -".UBE' sat ark, 02. "IC = 10 mA, mV - 800 - 800' - 800
a "IB = 0, 5 mA
3| U ark, 01 "=, =2mA, “U=5V mV 550 | 700| 550 | 700 | 550 | 700
. | =1, =10mA _ |
4 Iy ark. 24 [FU, . =5V | MHz 100+ - 10| - | 100 | -
f = 100 MHz
- = I = .
5| C ark. 22 Usa =10Vi ig=0 pF - 7] - 7| - 7
CBO
. f=1MHz
5
Tablica 4, Parametry elektryczne gprawdzajg w badaniach podgrupy A4 (poziom 1l i I\V)
. Wartoéci graniczne
Oznaczenie [Metoda pomiaru ‘ : -
Lp. literowe wg : Warunki pomiaru Jednostka | BC 177 BC 178 8C 179
parametru PN-74/T-01504
: min | max min | max min | max
1 -2 3 4 5 6 7 8 | o w0 4 1
1 [-1 ark, 09 | Ueg =20V, Rgg=0 pA - § & “"F % - a4
cEs t . =125°C
= amb
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N

Tablica 5, Parametry-elektr‘yc.;r_we sprawdzane w czasie l po badanjach grupy B, C i D (pozion 1, 111i 1\V)
. — Wartosci graniczne
‘Oznaczenie S
literowe PN 74/ g Warunki pomiaru Podgrupa badaf | Jednostka BC 177 BC 178 BC 179
il T , . Ny
min max min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 o 10 11
B1, C1, B3, B4,
B35, C2, €4, C5;
| C‘?,}CQ nA - 100 - 100 - 100
- - Vi 4
“ ark, 09 UCE 40 B
CES R - ) .
BE 86, C6, C8 nA = 500 - 500 - 500
c2) LA - 4 a 4 & 4
B1, B3, B4, BS 65 480 65 850 110 850
Vi C1l, C2, C4, C5,
c7, C9 65 150 65 150 - -
kKl. A 110 240 110 240 110 240
ki, B 200 480 200 480 200 480
ki. C - = 400 850 400 850
B6, C6, C8B 50 580 50 [1020 S0 | 1020
Vi
0 8 — i
ST ik 5 180 50 180\
h2’IE ark, 0t o : o
_U(‘E =5V] kI, A 90 290 90 290 90 290
kl. B 160 580 160 580 160 580
| Kl € - - 320 (1020 320 | 1020
VI cz2") 30 - 30 = N -
ki. A 45 - 45 - 45 -
ki, B 80 & 80 = 80 -
ki. C - - 160 - 160 -
4) W czasie badania,
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme ~ Naukowo-Produkcy j-

ne Centrum Pétprzewodnikdw,

2. Normy zwiazane

PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczre, Préby s$rodo-
wiskowe

PN-84/T-01503 Elementy p6iprzewodnikowe, Zarysy iwy-

miary

PN-72/T-01503/28 Elementy pétprzewodnikowe,  Zarysy
i wymiary. Podstawa B11

PN-74/T-01504/01 Tranzystory, Pomiar h,,p | napig-

cia UBE‘

PN-74/T-01504/02 Tranzystory. Pomiar napigé nasyce-

ni U
@ UCE sat’ BE sat

PN-74/T-01504/03 Tranzystory. Pomiar napigé przebicia

s B '
U(BR) CEO, U(BR) CES, U(BR) CER, (BR) CEX
FN-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napieé przebicia

U(BR) CBO . U(BR) EBO

PN-74/T-01504/09 Tranzystory, Pomiar pr‘gdéw resztko-

I I

wych [ CES’

Tcgr? i pradu zerowego IC

CEV EO

PN-74/T-01504/21 Tranzystory. Pomiar h21e w zakre-

sie m. cz.
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4, Symbole KTM tranzystordw

CBO . _
i C BC 177 - 1156211406004,

EBQO
PN-74fT-01504/24 Tranzystory, Pomiar modutu hz‘!el BC 177-V1 - 1156211406017, ‘

PN-74/T-01504/22 Tranzystory., Pomiar pojemnoéci C

w zakresie w,cz. i czestotliwosci fT BC 177A - 1156211406020,
PN-76/T-01504/46 Tranzystory, 'Pomiar‘"y parametréw BC 1778 - 1156211406032,
szumdéw BC 178 - 1156211407005,

PN-78/T-01515 Elementy pétprzewodnikowe, Ogdlne wy- ‘BC 178-Vi - 1156211407018,

N . BC 178A - 1156211407020,
BN-80/3375-30/00 Elementy péiprzewodnikowe, Tranzy- / BC 1788 - 1156211407033,
story matej mocy, matej czestotliwosci, Wymagania BC178C - 1156211407046,
—— BC @79 - 1156211408006,

BC 179A - 1156211408019,

. 3, Normy zagraniczne BC 1798 - 1156211408021,

RWPG (T C3B 623-77 Tpauaucropel Tunos BC
BC 178, BC 179 - norma zgodna,

17 BC 179C - 1156211408034,
?

5, Wartosci dopuszczalne - wg tabl, -1 i rys. I-1,

Tablica 1-1

. Wartoéci dopuszczalne
Oznaczenie :
Lp., Nazwa parametru Jednostka
parametru
BC 177 BC 178 BC 179
1 2 3 5 6 7
1 -UCEO napiecie state kolektor - emiter v 50 30 25
2 _UCES napigcie state kolektor - emiter przy vV 50 30 25
i RBE =0
3| - napiecie state emiter - baza Vv 5 5 5
UEBO apie
4 "IC prad staty kolektora mA 100 100 100
5 _ICM prad szczytowy kolektora mA 200 200 200
6 ‘—IB prad staty bazy mA 50 50 50
? P catkowita moc wejéciowa ( stata lub éred-
tot nia) na wszgstkich elektrodach przy mw 300 300 300
8|t temperatura ztacza °c 175 175 175
1
9 tamb temperatura otoczenia w czasie pracy °c -40 .- +125 -40 = +125 -40 = +125
10 tsgg' temper}atura przechowywania 0C -55= +175 ~-55 2 +175 -55z +175

Rezystancja termiczna R

:—a =< 500 K/W

ztacze -~ otoczenie th j /

Rezystancja termiczna R
ztacze - obudowa

19 BC17Y : | =
BCATS
P.|BC179

bW

0 ‘o :

ih =0 S 200 K /W

04 <

T

) N
0.2 [T AN

~— \ﬁ,,‘
x—ﬁ\.;‘:=
-25 0 25 S50 75 100 125 +tgmpleC]175
[BN-80,/3375-30.02-1-1 |

Rys. I-1., Zaleznos$é temperaturowa mocy strat od temperatury Pm; = f(t)



6 Informacje dodatkowe do BN-80/3375-30/02
6. Dane chgr*ak_ter'ystyczne - wg tabl, I-2 i rys, 1-2 & 1-12,
Tablica 1-2
Ozna Typ tranzystora
czenie ‘Nazwa 5 . Jed- : ;
Lp. Warunki pomiaru BC 177 BC 178 BC 179
' para- parametru nostka P '
metru " 2 5
min typ max | min typ max | min typ | max
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14
¥ prad resztko- |-U =20 V
1 ICES i REIHIRHEIR, CE nA s 2 100 = 2 100 - 2 100
RBE= 0
napiecie pr'ze-|"'IC = 2 mA
21U/, bicia kolektor \Y 45 - - 25 - - 20 - -
(BR)CEO| ~ N I = 9
napiecie prze-|_ _ . |
3 *UB . bicia kolektor IE =10 pA AV 50 ~ - 30 - - 25 - -
(BR)CES - emiter RBE = 0
) napiecies prze-|_ - i ’ 4
4 -U(BR)EBO bicia emiter - IE 10 pA AV 5 - - 5 - - B - -
baza 1.=0
,-IC =10 pAlKI, VI - 65 - - 65 - - & -
“U.. =5V '

CE kl. A - 110 - - 110 - - 110 -
ki, B - 200 - - 200 - - 200 -
kl, C - - - = 270 - - 270 ~=

1, =2mA - 65 - 480 65 - 850 | 110 - 850
t
S ats’rczny . U i
1) wspdiczynnik CE kl.VI1 65 100 150 65 100 150 - - -
5 h21E ! wzmocnienia - _ -
pradowego w ki, A 110 180 240 110 180 240 110 180 240
uktadzie wspéH -
nego emitera ki, B 200 290 480 200 290 480 200 290 480
kl. C - - - - 520 - - 520 -
Y =]
*-IC = lOOmAz‘kl. V1 - 70 - 400 70 850 400 - 850
Ueg T3V ki a| - s 110 | - - 110 . = - -
- lkl, B , - 190 - - 190 - - - -
' -1, =10 pA
€ - 570 - - 570 = 570
UCE =5V ‘
—IC = 2 mA o
5 _-_UBE I — -UCE -5\ _— 550 650 700 550 650 700 55? 650 700
baza - emiter 47 = 100 mA 2)
C
i3 - — 800 - - 800 - - - P
ch =5V
_ -IC = 10 mA ‘
- napi?cie hasy- -IB - O’ 5 mA L 0’ 1 0, 2 - o, 1 0, 2 - 0, 1 0, 2
7 *UCE sat ce;:ait:i!ektor ” - mA,ﬂ AV
i al c il - 0,3 | 0,95| - 0,3 0,95| - | - -
-IB = 5 mA
- A
‘ --IC ‘q = = 0,70} 0,80 = 0,70 0,80 - 0,70} 0,80
_ napigcie nasy-|Tg =0,5mA 7
T el mee I \
C m - |o,9]|1,20] - Jo,9 | 1,20/ - |o,9/1,20
*IB = 5mA
_ _ICZ = 10 mA
: tecte koland-I — : , |
9 _UCEK napigcie kolan-{"1 -, Tt mA v _ 0,3 0,6 - 0,3 0:6 _ 0.3 0,6
g kowe
. _UCE =1V
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cd, tabl, 1-2
Ozna- Typ tranzyst_ora "
‘ i N .
[Lp.} E28N1e. e Warunki pomiary | 29 BC 177 BC 178 B8C 179
para- parametru : nostka : .
metru . ; "
min typ max min typ max min typ max
L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | 13 | 14
= & =2 mA 0,4 | - |80 |04 | - fi1s0| 1,2} - jis0]
matosygnafowa —UCE =5\ KLV 0.4 1,6122 loa |14 2,2 L _ _
, wartoéé zwar- f= 1 KHz 2
N \ . . . = | Y
h 1) ciowe] impe-~ ) | K "
10| hyo' darici] wephdiol ki. Al k) 1,2 ] 2,7 | 4,5 { 1,2 | 2,7 4,5 [ 1,2 | 2,7 , 5
Wl Lkiagain ki. B 3,0 4,5 | 8,0 [3,0 |45 | 8,0 3,0 |45 { 8,0
wspolnego. ]
e kl. C - - - |e6,0 |9,0 {150 6,0 |9,0 |150}
majosygnatowa
warto$é roz-- ¥ kl. VI i 2,5 o~ - 2,5 = - = Sl
warciowego
wspdtczynnika ki, A - 3,0 - - 3,0 - - 3,0 =
R 4 .} wstecznego 0—4 —
‘11| h 1) przenoszenia 2
‘ ize. napieciowego ki. B ; - 3,5 - - 3,5 - - 3,5 -
w uktadzie :
1 | wspélnego ¥ kl. C - - - - |40 - - | a0 -
emitera : Ic 2mA =
~ = —M.U =5V 75 » 500 75 w 900 | 125 - 900
matosygnatowa 2!:1 K ; -
wartogé zwar- | f kvl 75 | 110 | 150 | 75 | 110 150 | - - -
ciowego wspot-
czynnika prze-
v2ln 1 |noszeniapra- . ‘ kl.-Al 125 | 220 [ 260 | 125 |220 | 260 | 125 | 220 | 260
21e dowego w , :
uktadzie ki, B 240 330 500 240 330 500 240 330 500
wspdlnego ‘
feppiare kl. C = = - |4s0 {550 | 900 [ 450 | 550 | 900
[ matosygnatowa - - 70 - - 110 - - 110
wartosé zwar-
ciowe] admi~ ki, Vi - 20 40 - 20 40 i - "
- tarcji wyjscio- =
13 h2231) | wej w uktadzie kl. Al psS - 25 50 - 25 50 - 25 50
. wspdlnego, .
emitera ki. B - 35 70 - 35 70 - 35 70
ki, C - - - ~ - 110 - - 110
o I, =10mA
14| ¢ cHgStotiiNese Loy " wEw MHz * | 100 [ 200 | - 100 200 | - | 100 | 200 -
T graniczn CE .
f= 100 MHZ,
—UCE = 5V
-IC = 200 pA
R, =2k - 2 10 | - 2 woji - 2 4 |
f=1kHz
' = 200 H:
151 F wspdtczynnik &f = 200 H2 a8
szuméw - - VUL =5V
. cE -
=l =200 pA :
c » - - & - - - - ] 4
Ry=2kQd .
' Af = 30 Hz: 15 kHz
. fUgg =10V
. pojemnosé zta- P "
16 CC‘BO | cza kolesr | B 0 pF - 4 7 - 4 7 - 7
baza f=1MHz
pojemnos¢ zta- -'UEB =g
17 CEBO cza emiter - IC= v} pF = 1 - - 11 - - 1 -
. |baza lf= I'MHz ’

4)Sele_kcja na .klasy wzmochienia (V1, A, B, C) ty,iko na zyczenie odbiorcy.

Q)F’omiar impulsowy: t, <300 pus. 6 <2%.
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90
BC 1771 tamb = 25°C__|— 0.8mA -1, [Bew
-I, |BC 179 /;’-1 !’ g (mA] tamb =25°C |
(mA] e B
- .
0,6 mA
70 .4 1
1748 = . S >
‘ DSmA ‘ \% Q?‘ s"‘\ ‘Q\
60 £ ' 100 AR
' PO &
0.4 mA ZEARN
= ZaZaTay
0,3mA . ©
49 /4 V__.zL i 5o 42 >
V4 ! zmh ==
|\
so iy 0.2mA 40 ] e
] l /V - 0.1 mA il
4 ' =T o
20 ~lg=01mA i 20 — _‘1)
0 .. 1 ~Upe [V] 2 0 10 20 30 ~Ucelv] 50
[BN-80/3375-30.02-1-2 | . | BN-80,/3375-30.02-1-3 |
kY
Rys. 1-2. Charakterystyka wyjsciowa IC =f(UC ) Rys. 1-3. Charakterystyka wyj$ciowa IC' =f(U..)
I, - parametr B 1., - parametr CE
B B
BC178
gl T 7
I Is | BC 178
[mA] (4 ~Ugg =5V
N 103 tomb * 25°C
100 ¢
2
80 102
-
60 5
L 2
40 10
e ) '“ 4
20 -Ig-ﬁ.\M
2
| 10°
0 10 -u vl 20 | 0 05 -UggVI 1
[BN-80,/3375-30.02-1-4 ) [BN-80,/3375-30.02-1-5 |

Rys. I-4, Che~akterystyka wyjéc-iowa IC = f(UCE)

Iy - parametr Rys. 1-5. Charakterystyka przejéciowa IB = f(UBE)
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Bé 177
BC178
'Ic BC 179

(m4]

Y

Rys. 1-6. Zaleznoé¢ napigcia nasycenia U
kolektor-a‘UCE sat-'—'f(fc)

0,2 03 04 -Ugyent [V]

|BN-80,/3375-30.02-1-6|

CE sat ¢

8¢C 177
'20 BC 178
o BE 479
» =1.=2mA
e
18 tamy25°C
' hire
1,5 _ hae’ =
1
14
At
1.2
10| ;
12!}__
038 /'K =
/"9
06
05
0 10 20 U V130

Rys. 1-8, Zaleznoéé parametréw macierzy hij od napigcia

[BN-80/3375-30.02-1-8 |
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Rys. [-9, Zaleznosé temperaturowa pradu zerowego

ICBo =-f(tumb)
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Informacje dodatkowe do BN-80/3375-30/02
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Rys. 1-10. Zaleznosé czestotliwaéci granicznej od pradu

kolektora ff =1( IC')

F | BC 177 ‘
[ag][ BC 178
1)
14% _Ic'-'ﬂ,z mA .
N\ -UC = 5V

i2 E

10 # tamb = 25°C

8

b

&4

2

102 TS 10°  f [kHz] 10

[BN-80/3375- 30.02-1-11]

Rys. I-11. Zaleznos$é wspdtczynnika szumfiw od czestotli-

wosci F = f(t)
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Rys. l'-12. Zaleznosé wspdtczynnika szumdw od CZgStotIiwos’ci F:f(j)

7. Wydanie 2 - stan aktualny; kwiecieft 1987 - uaktualnhiono nérmy zwigzane i poprawiono bfedy.
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